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N O R M A BRANŻOW A BN-81 -

3375-36.01 ELEMENTY 
PÓŁPRZEWO DN I KOWE Stabi listory typu 

BZP 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze-' 
gółowe wymagania dotyczące krzemowych stabilisto­
rów małej mocy typu BZP 630, wykonanych technolo- . 
gią planarną, w obudowie metalowej, przeznaczonych 

. \ 

do zastosowań w sprzęcie powszechnego użytku oraz 
w urządzeniach wymagających zastosowania elementów 
o wysokiej i bardzo wysokiej jakości. 

StabiliSlory przeznaczone są głównie do pracy 
w układach ograniczającyc;h i stabilizujących napięcie . 

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla sta­
bilistorów: 
standardowych - 25/085/10, 
wysokiej jakości - 40/100121, 
bardzo wysokiej jakości - 401 I 00156. 

2. Przykład oznaczenia stabilistora typu BZP 630 
o tolerancji napięcia 5% i w\łrtości napięcia stabilizacji 
7,5 V 

a) standardowego: 
STABILISTOR BZP 630-C7V5 BN-81 / 3375-36.01 25/ 085/10 

b) wysokiej jakości: 

STABILISTOR BZP 630-C7V5/3 BN-81 /337 5-36.01 40/ 100121 

c) bardzo wysokiej jakości: 

STABILISTOR BZP 630-C7V5/ 4 BN-81 /3375-36.01 40/ 100/ 56 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się po­
minięcie kategorii .klimatycznej. 

3. Cechowanie stabilistorów powinno zawierać nastę-
pujące dane: ' 

a) oznaczenie podtypu (np. stabilistor BZP 630-C8V2 
będzie miał nadruk: C8V2), 

b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bar­
dzo wysokiej jakości - stabi listory wysokiej jakości 
powinny być znakowane cyfrą 3, a stabilistoty bardzo 
wysokiej jakości 4 umieszczoną po oznaczeniu podtypu. 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń stabilisto­
rów - wg rys. I i labl. I. 

Elementy obudowy - wg PN-72/T -O 1503 arku~z 27 
- podstawa BIO, arkusz 55 - obudowa C7. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 
- CE 12. 

Jedna z elektrod diody połączona jest z obudową. 
5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 

3375-36.00 p. 5.1. 
6. Wymagania szczegółowe dotyczące badań grupy A, 

B, C i D 
a) badania podgrupy A I - sprawdzenie wymiarów 

A, 0D, I - wg rys. I i tabl. I, 

630 ' '. 

Grupa katalogowa 1923 

---
.~ 

j- ' I 

'~ J F -
A l 

Rys. I 

Tablica l 

Kąt , 

Symbol Wymiary, mm stopnie 

wymIaru 
mm 110m max 110m 

A - - 5,3 ~ 

a - 254 - -

o b J - - 0 ,53 -

0D 5,3 - 5,8 -

0D, 4,5 - 4,9 -. 

-
F - - 1,0 -
j 0,92 1,0 1,16 -
k 0,51 1,0 1,21 -

l 12,7 - - -

a - - - 45 

-
b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podsta-

wowych parametrów elektrycznych wg tabl. 2, 
c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzęd­

nych parametrów elektrycznych - V F max ~ 1,2 V 
przy l r-100 mA, 

d) badania P9dgruPy A4 - sprawdzenie tempera­
turowego współczynnika !łapięcia regulacji CXuz (po­
ziomIII i IV) - wg tab I. 3, 

e) badania podgrupy B I i C l: 
- sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wypro­

wadzeń: próba Val , 

- sprawdzenie szczelności: detergent QL. 
1') badania podgrupy B3 - sprawdzenie wytrzyma­

łości na spadki swobodne - położenie diody w czasie 
spadania "osłonką w dół", 

g) badania podgrupy B4 i C4 - sprawdzenie wy­
trzymałości na udary. wielokrotne: .mocowanie sztywno 
za obudowę, 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez ' Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów 'Elektronicznych 

Unitra.-Elektron dnia 14 stycznia 1981 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1981 poz. 26) 
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h) badania podgrupy B5 i C5 - sprawdzenie wy-
trzymałości na nagłe zmiany temperatury 
TA= -40°C, Tu- +125°C, 

i) badania podgrupy 86 i C6 - sprawdzenie od­
porności na narażenia elektryczne: metoda badania d 
wg PN-78/T-OI515 tabl. 5, I"m"= +25°C, 

j) badania podgrupy C2: 
sprawdzenie parametrów elektrycznych - wg 

tabl. 2 i 3, 
- sprawdzenie odporności na 

lum"= +85°C dla poziomu jakości 
dla poziomu III i IV, 

suche gorąco­

I i t um"= + 100°C 

- sprawdzenie odporności na zimno - t(l/I/I>= -25°C 
dla poziomu I i '([11/"= -40°C dla poziomu III i IV, 

k) badania podgrupy C3 masa wyrobu 
0.3 1 . IO-J kg, 

I) badania podgrupy C4 - wskaźnik AQL 1,5%: 
- sprawdzenie wytrzymałości na przyśpieszenie sta­

k: mocowanie w tulejkach, I kierunek prostopadły do 
osi diody, 

- sprawdzenie wytrzym~iłości na udary wielokrotne: 
mocowanie sztywno za obudowę, 

- spra wdzenic wytrzymalośc i na wibracje o stałej 

czt;stotliwości: mocowanie sztywno za obudowę, 

m) badania podgrupy C5: 
- sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany tem­

peratury: TA= -40°('; Tu- +125°C, 
- sprawdzenie wytrzymałości na ciepło lutowania: 

temperatura kąpieli 350°C, 
n) badanie podgrupy C7 - sprawdzenie wytrzyma­

łośc i na zimno: tslKmil/= -40°C dla poziomu IV, 
o) badanie podgrupy C8 _. sprawdzenie wytrzyma­

łości na suche gorąco - t slg mux= + 125°C dla poziomu 
III i IV, 

p) badanie podgrupy CIO - sprawdzenie wymiarów 
wg rys. I i tabl. I ,. 

ri badanie podgrupy D I (poziom III i IV) - spraw­
dzenie odporności na niskie ciśnienie atmosferyczne: 
temperatura narażania +25°C,· 

s) badanie podgrupy D4 _. sprawdzenie wytrzyma­
łości na pleśń .- po badaniu brak porostu pleśni, 

. t) badanie podgrupy D5 '- sprawdzenie wytrzyma­
łości na mgłę solną: położenie diody dowolne, 

u) parametry elektryczne sprawdzane w czasie I po 
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 4. 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-36.00. 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 C2 (poziom I, III , IV) 

OlIwcze nie literowe -
p~ramctrów 

Ul rz IN 

Metoda pomiaru 
65 56 

PN-74/T-Ot S04 
arkusz arkusz 66 arkusz , 

wg 

Lp. Ir:. 5 mA Ir:. 5 mA UR, V = 
Warunki pomiaru 

f;,= I KHz 

Typ diody 
Wartość graniczna 

Illln max jednostka max jednostka max jednostka 

I BlP 6.10 - CńVX 6.4 7,2 IS I 1,5 
2 BZP h.10 - C7V5 7.0 7,9 10 I I,S 
.1 BlP liJO - CXV2 7.7 8,7 10 I 3 
4 BZP 6.10 - C9VI K.5 9,6 15 I 3 
5 BZP r.30 - CIO 9.4 10,6 15 I 4,5 
(, BZP 6.10 - C li IOA 11 ,6 20 I 4,5 . 
~ BZP 6.10 CI2 II ,4 12.7 30 \ I . 6,5 , -

S BZP h.10 - C 1.1 12,4 14,1 30 I 6,5 
9 BZP 1,.1 () - CI5 U,X 15,6 35 I 10 

lO BlP (,.lO - C I6 15 . .1 17,1 40 I I I 
II BZP f>.1 0 - ('IX 16 .8 19, I V 55 H . I )J.A 12 
12 BZP 6.10 - e20 l iUl 21,2 55 I 14 
IJ BZP 6.10 - ('22 20,H 23,3 58 I 15 
14 BLP (,.lO - C24 22,8 25,6 80. J 16 
l" BLP 1,.10 - ('27 25.1 28,9 80 I 18 
16 BZP 6.10 - e.10 28 32 90 I 20 
17 BLP (,.lO - eJ.1 .1 1 35 .90 I 22 .. 
IX BZP 6.'0 - D6VX 6.0 7.5 15 I 1,5 
19 BLP 1>.10 - DRV2 7,3 9,2 10 I 3,0 
20 BLP 6.10 - DIO 8,8 1,0 15 I 4,S 
21 BLP 6.10 - DI2 10 .7 13.4 30 I 6,5 
22 BLP 6.10 - DIS 13,0 16,5 40 I II 
l ' .:... . "1 BZP 1>.10 - OIX 16.0 20,0 55 I 12 -
24 BZP 6JO - D22 19 .6 24.4 80 I 15 
2S BZP 6.10 - D27 24 ,1 . 30,0 80 I 18 
26 BZP 6.10 - D33 29,7 36,3 90 I 22 
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A4 (poziom III, IV) C2 (poziom I, III, IV) 

Lp. Typ diody 
Oznaczenie literowe parametru 

Jednostka 

auzssr 

I BZP 630 - C6V8 + 4,5 
2 BZP 630 - C7V5 + 5,0 
3 BZP 630 - C8V2 + 5,5 

, . 
4 BZP 630 - C9VI + 6.0 
5 BZP 630 - CIO + 6,5 
6 BZP 630 - Cli + 7,0 
7 BZP 630 - CI2 + 7,0 
8 BZP 630 - Cl3 + 7,5 
9 BZP 630 - CI5 + 7,5 

10 BZP 630 - CI6 + 8,0 
II BZP 630 - CI8 + 8,0 
12 BZP 630 - C20 + 8,0 
13 BZP 630 - C22 + 8,5 10" /° C 
14 BZP 630 - C24 + 8,5 
15 BZP 630 - C27 + 8,5 
16 BZP 630 - C30 + 9,0 
17 BZP 630 - C33 + 9,0 

. 18 BZP 630 - D6V8 + 4,5 
19 BZP 630 - D8V2 + 5,5 
20 - B,ZP 630 - 010 + 6,5 
21 BZP 630 - 012 + 7,0 
22 BZP 630 - DIS + 7,5 
23 BZP 630 - 018 . + 8,0 
24 BZP 630 - 022 + 8,5 
25 BZP 630 - 027 + 8,5 
26 BZP 630 ....:. 033 + 9,0 , 

. Metoda pomiaru - wg PN-74/T-01504.64. 
Warunki pomiaru: lr= 5 mA, tl= 25°C, temperatura /, powinna być tak dobrana, aby nie przekroczyć maksimum mocy 

P/Ol (minimalny przyrost temperatury ~ / = 50°C). 
Dopuszczalny rozrzut od wartości średniej auz - ±25%. 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy B, C D (poziom I, III IV) 

Oznaczenie Metoda 
Wariości 

pomiaru 
Warunki Podgrupa badań Jednostka 

parametru wg PN-74/T-01504 
pomiaru gramczne 

mln lnax 

I 2 3 4 5 6 7 

lR arkusz 56 UR - wg tabl. 2 B6, C6 - 2 

BI, B2, B3, B4, B5, CI, )J.A - J 

C2, C3 , C4, C5, Dl , 05 
-, 

r arkusz 66 lr= 5 mA BI, B6, C I, C2, C4, C6, 
tab!. 2 , n - \\,0 

Jp= I KHz C8 e 

Ul arkusz 65 lr= 5 mA B2, B3, B6, C2, C3, C6, 
V lab!. 2 

C7 
wg 

UF arkusz 57 lr= 100 mA B3, B4, C2 V - 1,2 

auz arkusz 64 wg tabl. 3 C2 1O'4/oC wg tab!. 3 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen­
trum Półprzewodników. Warszawa. 

2. Normy związane 
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe 
PN-78/T-01500.00 Elementy półprzewodnikowe. Nazwy i określenia. 

Pojęcia ogólne 
PN-76/T-01501.01 - Elementy półprzewodnikowe . Oznaczenia lite­

r 

PN-72/T-01503.27 Elementy półprzewodnikowe. Zarysy wymiary . 
Podsta wa B 10 

PN-72/T-01503.55 Elementy półprzewodnikowe . Zarysy wymiary . 
Obudowa C7 

'PN-74/T-01504.00 Elementy półprzewodnikowe. Metody pomiaru 
parametrów tranzystorów i diod. Postanpwienia ogólne 



4 I nformacje dodatkowe do BN-81 / 3375-36.0 I, 

PN-75/ T-01504.5·6 Diody . Pomiar prądu wstecznego l R 

PN-75/ T-01504.57 Diody. Pomiar napięcia prZewodzenia UF 
PN-75/ T-01504.64 Stabi!istory. Pomiar współczynnika tempera-

tu rowego napięcia stabilizacji auz 
PN-75/ T-01504.65 -- Stabilistory. Pomiar napięcia stabilizacji Ul 
PN -75/ T-01504.66 -- Stabilistory. Pomiar rezy stancji dynamicznej rz 
PN-78/T-01515 -- Elementy pólprzcwddnikowc. Ogólne wymagania 

i badania 
BN-łW/3375-36. ()O -- Elcmt:nt y półprzewodnikowe. Stabilistory. Wy­

magania i b:ldania 

I 156141401001 
1156141401014 
1156141401027 
1156141401030 
1156141401042 
1156141401055 
1156141401068 
1156141401070 

BZP630 -- CI6 - ' 1156141401096 
BZP630 -- CI8 115614140 1103 
BZP630 - C20 1156141401116 
BZP630 -- C22 1156141401129 

BZP630 -- C24 1156141401131 
BZP630 -- C27 1156141401144 
BZP630 -- C30 1156141401157 

• 
BZP630 -- e33 1156141401160 
BZP630 -- 06V8 - 1156141402002 
BZP630 - 08V2 - 1156141402015 
BZP630 -- 010 1156141402028 
BZP630 -- 012 1156141402030 
BZP630 ' - 015 1156141402043 
BZP630 -- DI8 1156141402056 
BZP630 - D22 1156141402069 
BZP630 -- 027 1156141402071 . 
BZP630 -- 033 1156141402097 

3. Symbol KTM 
BZP630 -- C6V8 
BZP630 -- C7V5 
BZP630 -- CHV2 
BZP630 -- C9V I 
BZP630 -- CIO 
BZP630 -- C li 
BZP630 -- CI2 
BZP630 -- CI3 
BZP630 --' C 15 1156141401083 4. Wartości dopuszczalne -- wg rys. I-I tab!. I-l. 

Lp. 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

Ptot 

[mW] 

240 

BlP 630 

---
210 

180 

150 

120 

90 

bO 

30 

O 
-40 

Oznaczenie 
parametru 

2 

P lut 

lz 

h 

I, 

r .\t~ 

• 

~ , 

......... ChŁodrenie 
...-... nllturllLne 

..... 

" " ~ .. ... ... .. .. .. 

-zo o +20 + 40 + 60 + 80 

I BN·81/3~75·36.01·I·1 

Rys . I-I. Charakterystyka mocy całkowitej wejściowej w funkcji 
temperatury otoczenia P,,,,= j{lunrh) 

Tablica l-l 

Nazwa parametru Jednostka 

3 4 

Moc całkowita wejściowa przy tl/lllh= 25°C mW 

Prąd wsteczny w zakres ie napIęCia regulacji mA 

Prąd przewodzenia mA 

Temperatura zlącza oC 

Temperatura przechowywania 
\ 

oC 

..... 
.... 

Wartości 

dopuszczalne 

5 

250 

P'o,/Uz 

200 

+ 150 

- 40 + 125 
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S. Dane charakterystyczne - wg rys. 1-2 ';'-1-8 i tabl. 1-2. 

~uz 
BZP G30-D , 

BZP 630-C 

/' V 

/ 
,r 

+4 
-

+2 

\ 

4 8 1t 16 za 24 la Uz CV) 
O 

-Z 

-4 

-6 

-8 

'\ 
" -'0 

I BN-S1/3375 -36.01-1-21 ' 

ł3 3~ 

BlP &30 

Rys. 1-2. Współczynnik temperaturowy napięCia regulacji OI'IZ 

w funkcji napięcia reg ulacji a uz=j(UL ) 

28 24 Zo 16 12 8 

I I l' I f ,; 
I
Z7 I I 

J 
24 

ZZ I 
, za 

18 16 15 
J 

13 I I 
11 

9,1 
I 

7,2 

• 

Rys, 1-3. Napięcie regulacji w funkcji prądu wstecznego w zakresie 
napięcia regulacji U z=f(l z) 

4 o 

10 

za 

30 

40 

[mAJ 
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Informacje dodatkowe do BN-8l/3375-36.01 

: aż" BO BlP 630 A~I !] 

',4 

f,Z 

/ 
1,0 

V 0,8 

/ 0.6 
l 

I 
I 

I 0,4 

I 
I 

O,Z 

/ .. 
-2 o -'o ~ 

f..-
,...-i.--~ ./ 

V :::-? ~ V ~ / / / 
10 lD SD 100V 

• Uz 
18"-r.1/331S-~6 _01-I-" I 

/ Z4V 

I 
I 

I 112 v 

1/ / I I iY 
I I V 

/ V / .t3Y-

V / V ił' 

/ / / V t V 

~ V / V 
... 

I V /' ~g V 

~ ~ V V l-' .,/ 

I. V f-- G,8V /'" ./ .-
~ V ....-f..- .-

~ f..-
S 7~ S~ ia .. ~ r'C] 

lz' 5mĄ 

j 
I 

·1 ill-81/337S - 36_DI-I-5 

Rys . 1-4 . Rezys tancja różniczkowa w zakresie napięcia 'regulacji 
w funkcji napięcia regulacji r ,=j{ Uz) 

Rys. 1-5. Przyrosty napięcia regulacji w funkcji temperatury 
~ . Ur=j{IQmb) 

Ir 

[mA] 

ZIO 

Z40 

zoo 

'60 

łZO 

40 

· 0 

IIZP 6~ 

tQ!nb • 25'C 

l 
V 

........ ,/' 
' . 

a,z 0,4 0,6 0,8 UF [V] 

1 &"-81/3375- %_01-1-6 I 

Rys. · 1-6. Prąd przewodzenia w fu nkcji napięcia przewodzenia 
h = j{UF) 



Lp. 

1 

I 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

l! 

9 

I 10 · 
I 

I II 
I 12 . , 

13 

14 

15 

Q 
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50 

to 

10 

s 

2 

'\ 
\ 
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\\ 
~ t\.\ 
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Info rmacje dodatkowe du BN-SI/3375-3ó.O I . 

S? 

8ZP.630 
ID o 

1\.\\ 
\\ 
\.\ '\. 

\.\ \. I\.\. \., \ 0'-· 

\\ \ 
~ ~\ 

~ 
~ 

\ 
20 

'\'\ 
\ .\ 

l\.\ 
1\.\\ 

\ " " \ ~9, 1 
5 

\ ~,2 
G,8 

\ 
""-~S 

t~"'b. 25' 
rp ~ 1KHz 

2 

5 10 20 50 l00mĄ 
l 

0,1 O,Z 0,5 

---- 1 BlP 630 

=+=- -

\ 
~\ 

.. - --

\\ l'\ I 

-

\\ [\\ 33 

~ ~ 
~Z1 

~ '-zz 
'\ '\ .... 
.i 'I, "'-
\_\ '\..~ I' 
\\ " \' IS 

\ ,\ i 

~ -\2 
10 

I 

J 
2 s 10 za 50 100 mA 

----~·-lz -----ll 

Typ diody ' 

mln 

2 3 

BZP 630 - C6VS 6.4 

BZP 630 - C7V5 7.0 

BZP 630 - CXV2 7.7 

BZP 630 - C9V I lU 

BZP 630 - elo 9.4 

BZP 630 - Cli 10.4 

BZP 630 - CI2 11.4 

BZP 630 - CD 12.4 

BZP 630 ~ C IS D .l! 

BZP 630 - C I6 15J 

BZP 630 - CI l! 16.8 

BZP 630 - 00 ItU~ 

BZP 630 - e22 20.H 

BZP 630 - C24 22.8 

BZP 630 - e27 25.1 

i 8N'81/';',~7S -36.01-1-71 

. Rys. 1-7 i l-X. Rc zystam:ja różnic7.k owa w zakr~s i e napir;ci" regulacji 
prądu regulacji r ,~f(lJ 

Tablica 1-2 

- Pa ra 111,'1 ry cha rak lerystyczne 
, 

Zakr~s napl,,,a rCl.ysla lH.:ja prąd napięCIe 

rcgulm:ji różnic o/kowa wsteczny przl'wodzenia 

UL. V 1"1.. n I H. !lA UF. V 

nom 111 a x 
przy 

max 
przy . 

ma:'. 
prly 

ma x 
1'1'1 \0' 

I I. mA Iz- m·A UR. V h. mA 

4 5 6 7 X 9 lO 11 12 

6.8 7.2 1 'i 1 1.~ 1. ~ 

7.5 7.9 lO 1 15 1.2 

8.2 lU I lO 1 3.0 1.2 

{).I 9.6 I~ 1 3 1.2 

10 IO .C> 15 1 45 1.2 

11 11 .6 20 1 4.5 1. 2 

12 12.7 10 I 6.5 1.2 

13 14 .1 5 30 5 1 6.5 1.2 100 

15 15 .6 ~5 1 lO 1.2 

16 17. 1 -lO 1 11 1.2 

IX 19.1 55 1 12 1.2 

20 21 .2 55 1 14 1.2 

22 23.3 SX 1 15 1.2 

24 25.6 XO 1 16 1.2 

27 2H .9 HO 1 18 1.2 

tL·mrt.'r~tllrowy 

",s p6łczvnnik IW · 

Pl,"" rcg.ulu cj i 

a l.i~ X 10" / °(' 

ś rcd ni t> 
P 1'1) 

f ... nlA 

1.1 14 

+4.5 

+~.() 

+5.5 

+6 

+(,.5 

+7 

+7 

+7.5 5 

+7 ~ , 0-

-tS 

+X 

+8 

+lU 

Hi .S 

+8.~ 

7 
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cd . tabl. 1-2 

Para met ry cha rakterystyczne 

\ temperaturowy . 
Zakres napięc ia rezysta ncja prąd napięcie 

współczynn ik 
regulacji różnicżkowa przewodzenia 

na-
wsteczny 

p ięcia regulacji 
Lp. T yp diody , , 

U,. V rz. fi b . /.LA UF. V a Ul X 10-'jOe 

mm no m ma x 
przy 

max 
przy 

max 
przy 

max 
p rzy ' 

śred nio 
przy 

h. mA h. mA UR. V I F. mA h. m A 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 

16 BZ P 630 - e30 28 30 32 90 l 20 1,2 . +9 

17 BZP 630 - e33 3 1 33 35 90 I 22 1,2 +9 

18 BZ P 630 - 0 6Vll 6,0 6.8 7,5 15 I 1,5 1.2 +4,5 

19 BZP 630 - 08V2 7,3 8,2 9,2 10 I 3 1,2 +5,5 

20 BZ P 630 - 0 10 8,8 10 II 15 I 4,5 1.2 +6,5 
. 

21 BZP 630 - 01 2 10.7 12 13,4 5 30 5 I 6,5 1,2 100 +7 100 

22 BZP 630 - 01 5 13 15 16,5 40 I I I 1,2 +7,5 

23 BZP 630 - DI 8 16 18 20 55 I 12 1,2 +8 

24 BZP 630 - 022 19 ,6 22 24 ,4 80 I 15 1,2 +8.5 

25 BZ P 630 - D27 24.1 27 30 80 1 IS 1,2 +8.5 

26 BZP 630 - 033 29.7 33 36.3 90 I 22 1,2 +9 

Un - Ul ' 
aUl = 'T ,=25°e, T2 powi nna być tak dob ra na, aby mc przek raczać maksyma lnej mocy PlOt podanej na rys. I- I. 

Uli (T 2 - T,) 


